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GaN をデバイス応用する際に、洗浄して自然酸化膜を除去することは重要な工程となる。しか

しながら、現状では GaN の洗浄法は標準化されておらず、自然酸化膜に関する知見も十分に得ら

れていない。本研究では、GaN(0001)自然酸化膜に対して複合的な評価を行ない、主にその構造的

情報を明らかにした。GaN(0001)自立基板（n 型）上に形成された自然酸化膜に対して、低速イオ

ン散乱分光法（LEIS）、反射高速電子線回折法（RHEED）、走査透過電子顕微鏡（STEM）を用い

た解析を行った。その結果、GaN(0001)自然酸化膜は、通常の半導体の自然酸化膜に見られるアモ

ルファス構造ではなく、GaN に格子整合した準安定酸化ガリウムがナノシート状に形成されてい

ることを明らかにした。図１に、角度分解 LEIS によって得られたデータを示す。これより、表面

の Ga 構造は六回対称性を示していることがわかる。また、図２に断面の STEM 像を示す。

GaN(0001)表面に GaN と同じ格子定数を持つ異層の存在が確認できる。その他、STEM によって p

型 GaN(0001)表面にも n 型と同様の自然酸化膜が存在すること、および紫外光電子分光法（UPS）

によって、自然酸化膜の価電子帯上端付近において、表面状態に起因すると思われる準位が確認

された。 
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 Fig. 2. Cross-sectional ADF-STEM images of a native 

oxide on n-type GaN(0001) along the [1-100] 

direction.  

 Fig. 1. Ga intensity for 1.6 keV He+ ions 

scattered by a native oxide on GaN(0001) 

as a function of azimuthal angle. 
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